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Sposdb wykonania transoptora czterowyprowadzeniowego

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wykonania transportera czterowyprowadzeniowego na
bazie azuru pionowego.

Dotychczas znane sposoby wykonania transoptoréw czterowyprowadzeniowych realizowano
na bazie przepustéw badz identycznych azuréw pionowych. Znane sposoby wykonania transopto-
row polegaly na tym, ze struktur¢ promieniujaca i strukturg fotodetektorowa umieszczano na
jednym przepuscie, albo struktury te umieszczano na dwéch przepustach badZ dwéch identycznych
azurach. Pierwsza wersj¢ transoptora montowano w metalowej ostonce a druga jego wersje

-montowano w obudowie elektroizolacyjnej, we wngtrzu ktorej uformowany jest uprzednio odpo-
wiedni $wiattowdd soczewkowy badz dwuwarstwowy jak w patencie USA nr 3976 877.

Niedogodno$cia znanych sposobéw wykonania transoptoréw czterowyprowadzeniowych
realizowanych na przepustach jest nieprecyzyjne usytuowanie Zrédta promieniowania wzgledem
fotodetektora, co powoduje rozrzut stopnia sprz¢zenia optycznego w transoptorach, niezaleznie od
rozrzutu pochodzacego od struktur promieniujacych i fotodetektorowych. Natomiast niedogod-
noécia znanych sposob6w wykonania transoptoré6w montowanych z diod emitujacych promienio-
wanie i fotodetektorow jest poza tym wystuzona droga optyczna jaka musi przeby¢ energia
promienista od diody promieniujacej do fotodetektora. Energia ta pokonuje czgsto wigcej niz jeden
o$rodek optyczny, co powoduje, ze obok czynnika pochtaniania, dochodzi jeszcze czynnik rozpra-
szania na granicy oSrodkow.

Niedogodnoscia znanych sposobéw wykonania transoptoréw z udzialem azur6w pionowych
typu diodowego, ktorych przyktadem moze by¢ wynalazek opublikowany w opisie patentowym
USA nr 3976877 jest konieczno$¢ wykonywania §wiattowodu z dwéch substancji o ré6znych
wspOiczynnikach zalamania promieniowania, odpowiednio wzgledem siebie uksztattowanych,co z
punktu widzenia produkcji fabrycznej jest ktopotliwa w realizacji, powoduje nadmierny rozrzut w
zakresie przekladni transoptora oraz znacznie zwigksza koszt produkciji.

Dalsza wada tego rozwiazania z punktu widzenia wielkosci i powtarzalnosci przektadni
transoptora jest stosowanie dwoch identycznych azuréw z ptaskimi powierzchniami czolowymi
oraz dwoch struktur poétprzewodnikowych, tj. Zrédla promieniowania i fotodetektora o identy-
cznych powierzchniach czynnych. Rozwiazanie takie powoduje rowniez ograniczenie w stosowa-
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niu struktur elektroluminescencyjnych jako Zrédta promieniowania o konstrukcji epitaksjalnej,co
jest powazna niedogodnoscia, zwlaszcza w produkgji transoptorow o duzej przektadni.

Ponadto nicdogodnosciag znanych sposobow wykonania transoptoréw jest pracochlonny
montaz oraz konieczno$é stosowania niejednokrotnic drogich podzespoléw, jak np. ztocone
przepusty, ceramiczne obudowy itp.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodno$ci przez opracowanie nowego spo-
sobu wykonania transoptora opartego na dwoch rodzajach azuréw pionowych oraz zréznicowa-
nych powierzchniach czynnych Zrédla promieniowania i fotodetektora, co pozwoli poprawic¢
jako$¢ wyrobu oraz obnizy¢ jego koszt wykonania.

Cel ten osiggni¢to wedtug wynalazku przez umieszczenie znanym sposobem na plaszczyznie
czotowej jednego z dwoch roéznych pionowych azuréw struktury promieniujgcej w specjalnym
zaglgbieniu. Natomiast na plaszczyZnie czotowej drugiego azuru umieszcza si¢ znanym sposobem
strukturg fotodetektora o powierzchni czotowej znacznie wigkszej od powierzchni czotowe;j struk-
tury promieniujacej. Pierwsza ze struktur umieszcza si¢ w zaglgbieniu azuru, ktdre odbija boczne
promieniownie tej struktury w kierunku struktury fotodetektora.

Sposéb wykonania transoptora wedtug wynalazku polega na polaczeniu przeciwsobnym w
formie do hermetyzacji w jeden wspdlny zestaw tych dwdch réznych azuréw z umieszczonymi na
nich o r6znych powierzchniach czynnych strukturami przy pomocy elektroizolacyjnej substancji
powszechnie stosowanej w przemysle optoelektronicznym. Substancja ta spetnia funkcje §wiatto-
wodu i obudowy transoptora, ktéra pokrywa si¢ z wyjatkiem wyprowadzen transoptora nieprzez-
roczysta dla promieniownia zewngtrznego emalia, np. ftalowa lub nieprzezroczysta emalia
epoksydowa. Emalie te gwarantuja trwale i dokladne przyleganie do podloza obudowy
transoptora.

Stosuje si¢ rowniez wedtug wynalazku metod¢ przciwsobnego taczenia diody promieniujacej z
fotodetektorem. W tym celu wykonuje si¢ uprzednio te elementy na dwéch réinych azurach
pionowych i usuwa si¢ ich czg¢$ci sferyczne. Nastgpnie taczy si¢ wykonane podzespoty w uktadzie
przeciwsobnym przy pomocy np. bezbarwnej zywicy epoksydowej i umieszcza si¢ je w obudowie.

Zaletg sposobu wykonania transoptora wedtug wynalazku jest mozliwo$¢ otrzymania wyrobu
o lepszej jakoSci, ktéra uzyskuje si¢ przez ukierunkowanie promieniownia za poSrednictwem
reflktora i zblizenie struktury promieniujacej w stosunku do struktury fotodetektora, ktérego
powierzchnia czotowa jest wigksza od powierzchni czotowej struktury promieniujgcej, oraz z tytutu
zachowania optycznie jednorodnego o§rodka w obszarze sprz¢zenia optycznego wejscie — wyjscie.

W wyniku wykorzystania sposobu wedtug wynalazku uzyskuje si¢ wzrost przektadni transop-
tora, wzrost napigcia przebicia wejscie — wyjscie, dobra radiacje¢ cieplna, miniaturyzacj¢ obudowy,
znaczne zmniejszenie pracochtonnosci, oszcz¢dno$¢ materiatléw z tytutu wyeliminowania ztoco-
nych elementéw oraz wykorzystania zbrakowanych diod podczerwonych i fotodetektor6w monto-
wanych na azurach pionowych z powodu wadliwej ich obudowy, co réwniez wptynie na obnizenie
kosztu wytworzenia transoptora.

Ponadto istnieje w przysztoSci mozliwos¢ zastapienia i uzupetnienia asortymentowego dotych-
czas produkowanych transoptor6w bardziej ekonomicznymi i nowoczesnymi transoptorami wed-
tug wynalazku. Uzupetnienie asortymentowe b¢dzie miato uzasadnienie w przypadku koniecznoéci
uzyskania dobrego odprowadzania ciepta od struktur poétprzewodnikowych, matej bezwtadno$ci
dziatania i obnizki ceny wyrobu.

Sposéb wykonania transoptora stanowigcego przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na
rysunku, na ktérym w widoku ogéInym (fig. 1) przedstawiony jest azur pionowy 3 z odpowiednim
zaglebieniem z umieszczona w tym zaglgbieniu struktura promieniujacg 1 oraz drugi azur z plaska
powierzchnia czotowa i strukturg fotodetektora 2 o powierzchni czotowej znacznie wigkszej od
powierzchni czotowej struktury promieniujacej, z ktérych wykonuje si¢ transoptor.

Jednym z przyktadéw wykonania wynalazku jest spos6b wytworzenia transoptora czterowyp-
rowadzeniowego, pokazanego w widoku ogélnym na rysunku (fig. 2), ktéry zmontowano z
uprzednio wykonanej na azurze pionowym 3 diody promieniujacej i na drugim azurze fotodetek-
tora o $rednicy obudowy O Smm. Czgsci sferyczne obudow tych elementoéw szlifowano na odleg-
lo$¢ okoto 1,5mm od plaszczyzny czolowej struktury péiprzewodnikowej diody promieniujace;j i
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fotodetektora. Nast¢pnie potaczono te podzespoly wraz z obudowa mocujaco-centrujaca o diu-
gosci 10 mm, ¢z=6mm i @w=5mm przy pomocy zywicy epoksydowej. Wykonany transoptor
pomalowano renowacying czarng farba ftalowg przy pomocy pistoletu do malowania, z pominig-
ciem wyprowadzen §.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb wykonania transoptora czterowyprowadzeniowego, znamienny tym, Ze strukture
promieniujaca (1) umieszcza si¢ znanym sposobem w zaglgbieniu ptaszczyzny czotowej jednego z
dwoch réznych azuréw pionowych (3), przy czym zaglgbienie to jest wigcksze od glgbokosci
struktury, a strukturg fotodetektora (2) wigksza powierzchniowo od struktury promieniujace;j (1)
umieszcza si¢ znanym sposobem na ptaszczyZnie czotowej drugiego azuru pionowego oraz wyposa-
zone w struktury azury bez obudowy lub w obudowie, wykonanej metoda hermetyzacji, faczy sie
przeciwsobnie w jeden zestaw przy uzyciu elektroizolacyjnej substancji powszechnie stosowanej w
przemysle optoelektronicznym spetniajacej funkcj¢ zaréwno Swiattowodu jak i obudowy
transoptora.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wykonana diod¢ promieniujaca na jednym
azurze (3) i fotodetektor na drugim azurze, po usuni¢ciu ich czg¢dci sferycznych, taczy si¢ w jeden
zestaw przez umieszczenie ich w obudowie (4), przy czym obudowg (4) pokrywa si¢ nieprzezroczy-
sta emalia, korzystnie ftalowa lub epoksydowa, z pomini¢gciem wyprowadzen (5).
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